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GaAs0 .86Sb0 .14層で埋め込みを行った．GaAs 0 .86Sb0.14層の歪み緩和効果により，PL
ピーク波長は長波長化し，発光強度の増大が見られた．またPL半値幅 38 meVが
得られ，従来のGaSb量子ドットに比べ欠陥が少なく，かつ均一なドットの作製に
成功した． 
 
 
